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(54) Title: TIXSI1-XN LAYERS AND THE PRODUCTION THEREOF
(54) Bezeichnung : TIXSI1-XN SCHICHTEN UND IHRE HERSTELLUNG

(57) Abstract: The invention relates to a workpiece having a coating, said coating comprising at least one Ti,SiixN layer,
characterized in that x < 0.85 and the Ti.Si;«N layer contains nanocrystals, the nanocrystals present having an average grain size of
not more than 15 nm and having a (200) texture. The invention also relates to a process for producing the aforementioned layer,
characterized in that the layer is produced using a sputtering process, in which current densities of greater than 0.2 A/cm? arise on
the target surface of the sputtering target, and the target is a Ti,Si;«N target, where x < 0.85. An intermediate layer containing TiAIN
or CrAlN is preferably provided between the Ti,Si;«N layer and the substrate body of the workpiece.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritft ein Werkstiick mit Beschichtung welche Beschichtung zumindest eine Ti.SijN
Schicht umtasst, dadurch gekennzeichnet, dass x<0.85 und die TiSiixN Schicht Nanokristalle enthélt und die enthaltenen
Nanokristalle eine durchschnittliche Korngrésse von nicht mehr als 15nm besitzen und eine (200) Textur autweist. Die Ertindung
betriftt ausserdem ein Verfahren zur Herstellung der vorgenannten Schicht, dadurch gekennzeichnet dass filir die Herstellung ein
Sputterverfahren eingesetzt wird bei dem es auf der Targetoberfliche des Sputtertargets zu Stromdichten von grosser 0.2A/cm?
kommt und das Target ein TiSiix -Target ist, wobei x<0.85. Vorzugsweise ist zwischen der Ti.Sii«N Schicht und dem
Substratkorper des Werkstiicks eine Zwischenschicht mit TIAIN oder CrAIN vorgesehen.



